
하이닉스, STT-M램 2015년 출시
일본 도시바와 공동개발 … 10나노급 초미세공정의 차세대 메모리

SK하이닉스 차세대 메모리인 STT-M램의 첫 상용제품을 2015년 출시할 계획이라고 4월26일 발표했다.

STT-M램은 일본 도시바(Toshiba)와 공동 개발하고 있다.

STT-M램은 D램과 낸드플래시의 특성을 모두 가지면서 10나노급 이하 초미세 공정으로 회로집적이 가능해

차세대 메모리로 주목받고 있다.

그러나 D램과 낸드 기술이 계속 발전하고 원가를 절감한다면 STT-M램이 시장에 나오는 시점이 더 늦어질

것으로 예상된다.

SK하이닉스는 자동차에 적용할 수 있는 메모리를 자동차기업과 공동으로 개발하고 있으며 자동차용 반도체

를 핵심사업으로 육성할 방침이다.

SK하이닉스는 2012년 4조2000억원의 설비투자 가운데 55%를 낸드플래시에, 나머지 45%는 D램에 투자할

계획이다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재․재배포 금지>
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